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【はじめに】 薄膜トランジスタ（TFT）の高性能化・多機

能化を目指し、我々は絶縁体上 Ge 系半導体の固相

成長において、多結晶薄膜の高移動度化 [1-4]、

Ge-TFT 動作を実証してきた[5]。今回、GeSn-TFT 動

作に成功すると共に、Sn組成の影響を調査した。 

【実験方法】 ガラス基板上に Ge1-xSnx 膜（膜厚: 100 

nm、Sn組成 x: 0–4.5%、堆積温度: 125 oC）を分子線

堆積後、N2 中で熱処理（450 °C、5 h）を施すことで固

相成長を誘起した。成長層は、EBSD 法、Hall 効果

（Van der Pauw）法で評価した。GeSn層の完全空乏化

のため、CMP 法で薄膜化の上、蓄積型 p チャネル

TFT（チャネル幅/長 = 55/15 μm）を作製した。 

【結果・考察】 固相成長 GeSn の結晶性・電気的特性

は、Sn 組成によって変化し、適切な組成の Sn 添加に

より、大粒径化[Fig. 1(a)]、低正孔密度化および高移

動度化[Fig. 1(b)]することが分かる[3,4]。各 Sn 組成に

おいて、正孔密度は深さ方向に顕著な変化は見られ

ない一方[Fig. 2(a)]、基板界面におけるキャリア散乱を

反映し、薄膜化により移動度は低下した[Fig. 2(b)]。薄

膜化した GeSn を用いて TFT[Fig. 3(a,b)]を作製したと

ころ、典型的な p チャネルトランジスタ動作が確認され

た[Fig. 3(c)]。さらに、Sn添加により、on/off比を劇的に

改善することに成功した[Fig. 3(d)]。当日は、固相成長

および TFT 特性に及ぼす Sn 組成の影響について包

括的に議論する。 
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